Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachyt pozitronl ve vakancich

* mechanismy uvolnéni vazebné energie:

1. tvorba paru elektron-dira 2. ionizace vakance
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachyt pozitronl ve vakancich

* nabojovy stav vakance:
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Anihilace pozitronu v polovodicich

* defekty v GaAs
- Fermiho energie 11 = E_ — E, chemicky potencial e
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Anihilace pozitronu v polovodicich

* defekty v GaAs
- Fermiho energie 11 = E_ — E, chemicky potencial e
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Anihilace pozitronu v polovodicich

* defekty v GaAs
- Fermiho energie 11 = E_ — E, chemicky potencial e
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Anihilace pozitronu v polovodicich

* defekty v GaAs
» vice nabojovych stavii defektu
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Anihilace pozitronu v polovodicich

* defekty v Si
* poloha Fermiho hladiny
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Anihilace pozitronll v polovodi¢ich G)

» zachyt pozitronl ve vakancich

» mechanismus uvolnéni energie: tvorba paru elektron-dira

« zavislost specifické zachytové rychlosti

na Sifce zakazaného pasu
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* teplotni zavislost specifické zachytove rychlosti
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachyt pozitronl ve vakancich

* mechanismus uvolnéni energie: ionizace vakance

* teplotni zavislost specifické zachytove rychlosti
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachyt pozitronl ve vakancich @ 7

* mechanismus uvolnéni energie: ionizace vakance

« zavislost specifické zachytové rychlosti pro VO W
na vazebné energii elektronu
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachyt pozitronli v Rydbergovych stavech 3

2

» mechanismus uvolnéni energie: emise fononu ~ 1
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachyt pozitronli v Rydbergovych stavech 3
2
» mechanismus uvolnéni energie: emise fononu ~ 1
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachyt pozitronli v Rydbergovych stavech

» piechod mezi Rydbergovymi stavy

« frekvence prechodd n — n’ mezi s-Rydbergovymi stavy
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachyt pozitronli v Rydbergovych stavech

» piechod mezi Rydbergovym stavem a zakladnim stavem

« frekvence prechodii mezi n Rydbergovym stavem a zakladnim stavem
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Anihilace pozitronu v polovodicich

* zachytovy model pro V°
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Anihilace pozitronu v polovodicich

rozklad na komponenty

» GaAs ozateny elektrony (1.5 MeV) T . I ' |
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» GaAs ozafeny elektrony (1.5 MeV)

* 7, =230 ps

* Vs, 7, =260 ps (hluboka zachytova centra)
* melka zachytova centra: 7, = 230 ps

* zachyt pozitronli v Rydbergovych stavech

C. Corbel et al. Phys. Rev. B 45, 3386 (1992)
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» GaAs ozafeny elektrony (1.5 MeV)
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» GaAs ozafeny elektrony (1.5 MeV)

* 7, =230 ps

* Vs, 7, =260 ps (hluboka zachytova centra)
* melka zachytova centra: 7, = 230 ps

* zachyt pozitronli v Rydbergovych stavech

* zaporn€ nabité 1onty Ga,

*E, = (41£4) meV

« koncentrace ¢, = 1.3 x 10 cm-3

C. Corbel et al. Phys. Rev. B 45, 3386 (1992)
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» GaAs ozafeny elektrony (1.5 MeV)

* 7, = 230 ps, zaporne nabité 1onty Ga,g
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» GaAs ozafeny elektrony (1.5 MeV)
* 7, = 230 ps, zaporn¢ nabité ionty Ga,

* koncentrace mélkych zachytovych center

«E, = 38- 41 meV

C. Corbel et al. Phys. Rev. B 45, 3386 (1992)
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachytovy model
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Anihilace pozitronu v polovodicich

* zachytovy model * vliv poméru K, / Kg
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» zachytovy model
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Anihilace pozitronu v polovodicich

» GaAs ozafeny elektrony (1.5 MeV)
* teplotni stabilita defektt
» mélka zachytova centra jsou teplotné stabilni

» vakance se pi1 pokojove teploté odzihavaji

C. Corbel et al. Phys. Rev. B 45, 3386 (1992)
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Anihilace pozitronu v polovodicich

 GaAs

» zavislost 7, na poloze Fermiho hladiny

* pfechod 7, = 260 ps — 295 ps
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Anihilace pozitronu v polovodicich
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Anihilace pozitronu v polovodicich

« CdTe  A-centrum (V4 - Cly), T, = 330 ps
* bulk t, = 295 ps « klastr 4 A-center 4(V4- Cly.), T4y = 420 ps
« vakance (Vqq- 2Zn4)° 1, = 320 ps « mélka zachytova centra t = 290 ps
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Anihilace pozitronu v polovodicich

« CdTe

sample treatment T (K) 71 (ps) ©Ii (%) 7 (ps) 1o (%) 73 (ps) Ia (%) Tf
CdTe AS-CTOWTL 2095 288(2)  90(1) 379(6) 10(1)  295(2)
CdTe AS-STOWTL 123 286(2)  R9(1) 375(7)  11(1)  294(2)
CdZnTe AS-CTOWTL 205 263(9)  42(1) 327(8) 58(1)  296(5)
CdZnTe  as-grown 123 260(9)  37(4) 326(8) 63(1) 297(5)
CdZnTe Cd-annealed 295 205.0(4) 100 205.0(4)
CdZnTe Cd-annealed 123 293.0(5) 100 203.0(5)
CdZnTe Te-annealed 205  260(10) 40(5) 320(5) 60(10) 290(10)
CdZnTe Te-annealed 123 253(8)  45(5) 325(5) 55(8)  288(5)
CdTe:Cl  as-prown 205 230(2)  45(1) 405(2) 55(1)  301(3)
CdTe:Cl  as-grown 123 145(9) 10(5) 290(10) 55(9) 403(9) 35(8)  291(5)
CdTe:Cl Cd-annealed 205 294.9(8) 100 204.9(8)
CdTe:Cl Cd-annealed 123 160(9)  11(5) 290(10) 89(5) 270(10)
CdTe:Cl Te-annealed 205  240(10) 22(5) 316(6) T8(5)  295(2)
CdTe:Cl Te-annealed 123  150(10)  9(4) 200(9) 81(8) 320(10) 10(4) 270(6)




